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我々は窒化物半導体の非破壊・非接触の電気的特性評価としてテラヘルツ時間領域分光エリプ

ソメトリー(THz-TDSE)1を提案し，これまでに n型バルク GaN単結晶や GaNエピタキシャル膜に

おいてその有効性を示してきた 2．InNは近赤外の受発光デバイス，高効率太陽光電池，高速・高

周波デバイスの材料として期待されている．しかし，Sapphire(0001)面に成長した InN薄膜には表

面電荷蓄積層や基板界面に同様の層が存在することが報告されている 3．そのため，このような表

面と界面の電荷蓄積層と薄膜内部を分離して電気特性評価をする必要がある．THz-TDSE はエリ

プソメトリーの原理から光学モデルを検討することで，単結晶膜の多層構造の各層の電気特性を

評価することが可能と考えられる． 

今回，我々は GaN テンプレート上に DERI 法 (Droplet 

Elimination by Radical Ion Beam)4を用いて成長した InN薄膜(膜

厚:～0.5µm)について THz-TDSE による電気的特性評価を行

い，ホール効果測定の結果と比較した．Fig. 1は表面や界面の

電荷蓄積層を考慮せず， GaN基板と InN薄膜の 2層構造でド

ルーデモデルを用いてフィッテイングしたものである．Fig. 

1(a)は振幅反射率比，Fig. 1(b)は位相差の結果である．解析によ

り得られた自由キャリア密度，移動度及び直流抵抗率はそれぞ

れ 1.2×1018cm-3，1310cm2/Vs，及び 3.8×10-3Ωcmであった．一

方，ホール効果測定で得られる自由キャリア密度，移動度及び

直流抵抗率の結果はそれぞれ 2.2×1018cm-3，980cm2/Vs，2.9×

10-3Ωcmであった．講演では詳細な測定結果と，表面電荷蓄積

層を考慮した光学モデルでの解析結果についても報告する． 
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Fig. 1 (a) The spectra ratio |rp/rs| of the 

amplitude reflectivity and (b) the 

phase difference of the reflected 

THz wave of the InN 
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